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Recenzja

Osiagnig¢ naukowych, aktywnosci naukowej oraz dziatalnosci dydaktyczno-organizacyjnej
dra inz. Andrzeja Mondzika

W zwigzku z ubieganiem si¢ o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
inzynieryjno — technicznych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i

Technologie Kosmiczne

1.  Podstawa formalna opracowania recenzji

Recenzja zostala opracowana na zlecenie dra hab. inz. Ryszarda Sroki, prof. AGH
Przewodniczacego Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie
Kosmiczne Akademii Gérniczo - Hutniczej w Krakowie (pismo WEATiIb/511-4-9/24 z dnia
7 marca 2023r.)

Podstawe opracowania recenzji stanowity przekazane recenzentowi:

»Kopia wniosku o przeprowadzenie postgpowania habilitacyjnego w dziedzinie
nauk inzynieryjno —technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika,
elektrotechnika i technologie kosmiczne” autorstwa dra inz. Adama Mondzika w
postaci dokumentu i zatacznikdw.

— Skany dokumentéw w postaci elektroniczne;.

2.  Informacje ogolne

Pan dr inz. Andrzej Mondzik jest absolwentem Wydzialu Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki 1 Elektroniki Akademii Gérniczo — Hutniczej w Krakowie.

Prace dyplomowg obronit w 1997 roku.

Prace doktorska pt. ,,Analiza i badania tréjfazowego, trojprzewodowego prostownika —

filtru aktywnego” obronit w 2005 roku w AGH.



Promotorem pracy byl prof. dr hab. inz. Stanislaw Pirdg. Recenzentami pracy byli:
prof. dr hab. inz. Zbigniew Hanzelka i prof. dr hab. inz. Henryk Supronowicz.

Od 1999 do 2005 roku pracowal na stanowisku asystenta w Katedrze Automatyki Napgdu i
Urzadzen Przemystowych AGH. Nastepnie w latach 2005 — 2016 na stanowisku adiunkta w
tejze katedrze. W latach 2016 -2019 zajmowat stanowisko starszego wykladowcy w Katedrze
Energoelektroniki i Automatyki Systemoéw przetwarzania Energii AGH. Od 2019 roku jest
zatrudniony na stanowisku adiunkta.

Udokumentowany dorobek naukowy Habilitanta zgodnie z zestawem zawartym w bazie
publikacji Biblioteki AGH wynosi 106 publikacji, a po obronie pracy doktorskiej 101
publikacji.

3.  Ocena publikacji Habilitanta stanowiacego ,osiagniccie naukowe” w rozumieniu

art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i

nauce.
Habilitant swoje gtdwne osiggniecie naukowe przedstawil w formie cyklu artykutow
naukowych ztozonym z jedenastu publikacji i zatytutowanym:
»Metody ograniczania strat energii w sterowalnych, pélprzewodnikowych elementach

przeksztattnikow energoelektronicznych. Wyniki badan nowych topologii”

J1. Andrzej MONDZIK, 2023 , T-NPC Soft-Commutated Inverter Based on Reverse Blocking IGBTs with the
Novel Concept of a DESAT Control Circuit in the Gate Driver” Energies, ISSN 1996-1073, vol. 16, iss.12,

J2. Andrzei MONDZIK, 2023 Przeksztaltnik DC/DC o duzym wzmocnieniu napiecia, z miekkim
przelaczaniem pradu. Analiza pracy uktadu” Przeglad Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 99 NR
0/2023, 5. 10-14,

J3. Andrzej] MONDZIK, Stanistaw PIROG, Robert STALA, Adam PENCZEK, Piotr GUCWA, 2023“DC-DC
Boost Converter with Reduced Switching Losses in Wide Range of Voltage Gain”, Energies, ISSN 1996-
1073, vol. 16, iss. 11,

K1. Adam PENCZEK, Andrzej MONDZIK, Stanistaw PIROG, Mateusz TWAROG, Robert STALA, 2021
“New Three-Level Soft Turn-off T-type NPC Inverter” 21 international symposium on Power Electronics:
Novi Sad, Serbia, 27 October 2021: e-ISBN: 978-1-6654-0187-6.; 5. [1-5]

J4. Andrzej MONDZIK, Robert STALA, Stanistaw PIROG, Adam PENCZEK, Piotr GUCWA, Milosz
SZAREK, 2022 “High-Efficiency DC-DC Boost Convester With Passive Snubber And Reduced Switching
Losses”, [EEE Transactions on Industrial Electronics, ISSN 0278-0046; eISSN: 1557-9948, vol. 69 no. 3, s.
25002510,

K2 Andrzej MONDZIK, Robert STALA, Adam PENCZEK, Stanistaw PIROG, Stawomir SZOT, Marek
RYLKO, 2021 “Operation Improvement of the Three-Level T-NPC Soft Switching Inverter with Passive
Snubber”, IEEE-PEMC 2020, 2020 IEEE, 19th International Power Electronics and Motion Control
Conference, Gliwice-Poland,

J5. Robert Stala ; Zbigniew Waradzyn;, Adam Penczek ; Andrzej MONDZIK ; Aleksander Skata, 2019, “A
Switched-Capacitor DC-DC Converter with Variable Number of Voltage Gains and Fault-tolerant



Operation”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, ISSN: 1557-9948, Volume: 66, Issue:53, Page(s):
3435-3445,

J6.  Zbigniew WARADZYN, Robert STALA, Andrzej MONDZIK, Adam PENCZEK, Alsksander SKALA,
Stanistaw PIROG, 2017, “Efficiency Analysis of MOSFET-Based Air-Choke Resonant DC-DC Step-Up
Switched Capacitor Voltage Multipliers”, IEEE Transactions on Industrial Electronics; ISSN 0278-0046.
—- 2017 vol. 64 no. 11, s. 8728-8738. — Bibliogr. 5. 8736-8738

N1. Robert STALA, Andrzej MONDZIK, Adam KAWA, 2016, “Resonant-mode Switched-Capacitor DC-DC
Converter With Inductance on PCB: An Analysis and Comparison of Parameters” Przeglad
Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, 2016 R. 92, nr 4, 5.205-209.

J7.. Adam KAWA, Robert STALA, Andrzej MONDZIK, Stanistaw PIROG, Adam PENCZEK; 2016, “High-
Power Thyristor-Based DC-DC Switched-Capacitor Voltage Multipliers: Basic Concept and Novel Derived
Topology With Reduced Number of Switches”, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS,
Volume: 31, Issue: 10, Pages: 6797-6813, Published: OCT 2016,

K3. Andrzej MONDZIK, Zbigniew WARADZYN, Robert STALA, Adam PENCZEK; 2016, “High Efficiency
Switched Capacitor Voltage Doubler With Planar Core-Based Resonant Cheoke”, 2016 10TH
INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPATIBILITY, POWER ELECTRONICS AND POWER
ENGINEERING {CPE-POWERENG), Location: Bydgoszcz, POLAND, Date: JUN 29-JUL (1, 2016,
Pages: 402-409, Published: 2016, Document Type: Proceedings Paper

Cykl publikacji przedstawiony we wniosku habilitacyinym posiada lacznie
844 punktow wg MEIN/MNiSW i odpowiednio Impact Factor wynoszacy IF=36,16.

3.1 Zakres i aktualnos$é tematyki

Ocenia sig, ze ok. 60-80 % wyprodukowanej globalnie energii elektrycznej jest
przeksztalcana (najczesciej wielokrotnie), w przeksztaltnikach energoelektronicznych na inny
rodzaj energii elektrycznej, a nastgpnie przetwarzana jest na rozne rodzaje energii:
mechaniczng w elektrycznych ukiadach napedowych, $wietlng w ukladach o$wietlenia,
cieplng w uktadach ogrzewania i klimatyzacji, energie fal elektromagnetycznych w systemach
lacznodci w systemach informatycznych oraz w wielu innych zastosowaniach. Wraz z
rozwojem technologicznym i uprzemystowieniem krajéw poziom przetwarzania energii w
przeksztalinikach gwattownie rosnie.

Moce przeksztattmikéw energoelektronicznych zawierajg sie w bardzo szerokim zakresie.
Jedne z najwigkszych mocy posiadaja przeksztattniki elektroenergetycznych linii
przesylowych pradu stalego HVDC. Dla przyktadu linia Zhundong — Wannan w Chinach
posiada moc przesylowa P=12GW, napigcie Ug=1100kV DC i diugoéci linii L=3300km
(odlegtos¢ Barcelona — Kijow), natomiast przeksztattniki matych mocy zawieraja sie na
poziomie kilku watéw i sa wykorzystywane w ogromnej skali. Ocenia sie, ze globalnie
wykorzystywane jest ok. 4,5 miliarda samych smartfonéw, a energia potrzebna do ich
tadowania za pomoca ladowarek umieszczonych we wtyczkach sieciowych o mocy kilku

watdw i topologii przeksztatcania AC-DC-AC-DC, rocznie wynosi ok. 30000 GWh.



Najwiekszy jednak udziat mocy zainstalowane] w przeksztaltnikach energoelekironicznych
maja przeksztaltniki $redniej mocy w zakresie od kilku do kilkuset kilowatow.,

Powickszenie sprawno$ci energetycznej przeksztaltnikéw, nawet w zakresie ulamka
punktu procentowego, w wymiarze poszezegolnych krajow, czy tez globalnie, przynies¢ moze
znaczne oszezednodel energii elektrycznej.

Biorac dodatkowo pod uwage, ze w dobie panujgeego od kilku lat globalnego kryzysu
energetycznego i gwaltownego rozwoju elektromobilnosci oraz systeméw odnawialnych
srodel energii, w tym energii fotowoltaicznej i energii wiatrowej poczynajac od generatorow
duzej mocy i planowanych malych, przydomowych generatoréw wiatrowych o mocach do
kilkudziesieciu kilowatdw, w ktérych powszechnie do polaczenia z siecig elektroenergetyczng
stosuje sic wylgcznie falowniki (inwertery), mozna stwierdzi¢, ze praca badawcza podjeta
przez Habilitanta i dotyczgea ograniczenia strat mocy w przeksztaltnikach oraz
opracowaniu nowych topologii przeksztaltnikéw energoelektronicznych stanowi bardzo
aktualny temat.

Habilitant przedstawil w cyklu tematycznie powiazanych ze soba publikacji jedenascie
artykuldw dotyczacych topologii 1 analizy pracy przeksztaltnikoéw energoelektronicznych
majacych na celu ograniczenie strat w obwodach mocy przeksztatmikow. Dzialania w tym
zakresie zostaly podzielone na trzy grupy:

e Pierwsza grupa obejmuje zastosowanie ukladéw wspomagajacych komutacje przyrzady
mocy (snubber’o6w) w znanych topologiach obwoddéw mocy przeksztaltnikow [I1], {J3],
[J4], [K1], [K2].

e Druga grupa obejmuje zastosowanie nowych topologii obwodéw mocy przeksztattnikow
zapewniajacych w trakcie pracy korzystne warunki wylaczenia przyrzadow mocy J2], [J5]
[J61. [I7], [N1], [K3].

e Trzecia grupa obejmuje zastosowanie tacznikow energoelektronicznych o mniejszej liczbie
struktur pétprzewodnikowych, co zapewnia mniejsze straty przewodzenia. [J1].

Osiem publikacji [J2, J3, J4, J5, J6, I7, N1, K3] dotyczy nieizolowanych (wyjscie od
wejécia) przeksztaltniké6w impulsowych DC/DC podwyzszajacych napiecie. Przeksztattniki
tego typu sg powszechnie stosowane w ukladach fotowoltaicznych w celu podwyzszenia
napiecia baterii ogniw fotowoltaicznych, w uktadach napgdowych pojazdow elektrycznych 1
wielu innych dziedzinach.

Trzy publikacje [J1], [K1], [K2] dotycza tréjpoziomowego falownika napigcia. Falowniki

trojpoziomowe zapewnigjg mniejszy poziom odksztalcen napiecia wyjsciowego W



poréwnaniu z falownikami dwupoziomowymi. Stosowane sg najczeéciej w ukfadach wicksze]
mocy.

W artykule [J2] (udzial Habilitanta 100%)

Autor przedstawil uogélniony model matematyczny przeksztatinika DC/DC skladajacego
si¢ z n wierszy i m kolumn, w ktorym odbywa si¢ ,,dozowane” przekazywanie energii za
pomocy szeregowego ukladu rezonansowego LC, z obwodu wejsciowego DC do obwodu
wyjsciowego DC. Taki przeksztaltnik moze mie¢ stosunkowo duzy wspélezynnik
wzmocnienia napigciowego w porownaniu z klasycznym ukladem podwyzszajgcym napiecie
(bust converter). Tranzystory przeksztattnika przelaczaja si¢ przy zerowej wartosci pradu
(ZCS), co powoduje znaczne zmniejszenie strat faczeniowych i mozliwoéé zwiekszenia
czgstotliwosei pracy, a tym samym zmniejszenie wartosci pojemnosci i indukcyjnosci
uktadow rezonansowych. Wyniki badar symulacyjnych przeksztattnika o dwéch wierszach i
dwdch kolumnach potwierdzajg zatozenia teoretyczne.

W opisanym przeksztaltniku laczniki poziome musza by¢ dwukierunkowe i musza
blokowaé napigcia wsteczne. Do tego celu doskonale nadajg sie tranzystory RB-IGBT
(blokujace napigcie rewersywne). Sterownik bramkowy do takich ukladéw zostat opracowany
i opatentowany przez Habilitanta.

W artykulach [J3] i [J4] (udzial Habilitanta odpowiednio 24% i 40%)

Autorzy przedstawili opis matematyczny i badania laboratoryjne pasywnych i aktywnych
uktadéw odcigzajacych tranzystor mocy w ,klasycznym” przeksztabniku DC/DC
podnoszacym napigcie. W takich ukladach wystepuje twarda komutacja tranzystora
przeksztattnika w chwili czasu odpowiadajace] maksymalnej warto$ci pradu diawika
wejsciowego. Napigcie na elektrodach tranzystora wzrasta praktycznie do poziomu napiecia
wyjsciowego (Rys.15, J4) przy stalej (maksymalnej) wartosci pradu. Straty komutacyjne
(wylgczeniowe) sg bardzo duze. Ich maksymalna chwilowa wartosé wynosi ok. 11 kW
(Rys.8b, J4) Zastosowanie uktadu odcigzajacego zmniejsza chwilowa moc strat do wartodci
ok. 0,5 kW (Rys.8a, J4)

W przypadku, gdy napigcie wyjsciowe jest ponad dwukrotnic wyzsze od napiecia
wejsciowego, Autor proponuje aktywny uktad ASC odciazenia tranzystora Ty, Diawik L, i
tranzystor 71 tworzg ,dodatkowy” przeksztattnik podwyzszajacy zalaczany na poczatku
okresu pracy, gdy prad dlawika Ly jest minimalny. Energia zgromadzona w tym dtawiku po
zablokowaniu tranzystora 71 doladowuje kondensator C1 do odpowiedniego napiecia
zapewniajacego wylaczenie tranzystora mocy przy zerowej wartosci napiecia ues (ZVS).

Wartos¢ pradu dlawika L;stanowi ulamkows cze$¢ pradu dtawika I, nawet w zakresie

5




pradow niecigglych 1 nieznacznie obcigza dodatkowo tranzystor T (Rys.8 1 Rys.9, J13).
Komutacja tranzystora Ty, odbywa si¢ praktycznie przy bardzo niskim napigciu kolektor -
emiter. {Rys.10c, I3).

Sprawno$¢ ukladu w stosunku do ukladu klasycznego wzrosta o okolo 0,7 punktu
procentowego. Badania Autora wykazaly, ze w przypadku zastosowania ukladu
odciazajgcego ASC mozna zwiekszy¢ czgstotliwos$é pracy przeksztattnika praktycznie 1,3
krotnie (np. z 30 kHz do 45 kHz) zachowujac taky sama sprawnos¢ (Rys.13, J3). Uklady
przedstawione w publikacjach [J3, J4] sg ukladami stosunkowo prostymi i posiadajg bardzo
duza skuteczno$¢ dzialania. Nalezy zauwazy¢, ze uzyskaly patenty [P9, P10].

W artykulach [J5], [J6], [J7], [K3], [N1] (udzial Habilitanta wynosit odpowiednio 8%:;
12%;; 24%:; 40%; 40%)

Autorzy przedstawili uktad wielokomérkowego przeksztattnika DC/DC o przetgczalnych
kondensatorach wykonanego na tranzystorach MOSFET o mocy kilkuset watow pracujgcego
z czestotliwoécia obwodu rezonansowego zblizong do 100kHz. W pracach badano rozne
rozwiazania konstrukcyjne dlawikéw rezonansowych, dziatanie przeksztaltnikow w
przypadku bledéw w ukladzie wyzwalania tranzystoréw. Wyznaczono sprawnosci ukladow
$wiadezace o bardzo duzej efektywnosci energetycznej. W rozpatrywanych ukladach
przeksztaltnikow nalezy zauwazy¢ ,,prosta” topologie pojedynczych komorek [N1, Rys. 2],
[J5, Rys. 11, w ktérych, dwa tranzystory i dwie diody tworzace komorke, w przypadku
drednich i duzych mocy przeksztaltnika, moga by¢ zaimplementowane, jako standardowe
moduly elektroizolowane jeden z szeregowa galezig diodows i jeden dwutranzystorowy. W
artykule [J7] Autorzy opisali realizacje , tyrystorows” wielokomdrkowych przeksztattnikow
rezonansowych DC/DC zbudowanych na tyrystorach szybkich. W artykule przedstawiono
bardzo dokladny matematyczny opis dziatania ukladu oraz wyniki badan laboratoryjnych
przeksztaltnika czterokomoérkowego 1 jednokomoérkowego podwajacza napigcia o mocy
wyjsciowej 10kW. Wyniki badaf wykazuja bardzo wysoka sprawnos¢ ukladu na poziomie
99%.

W artykutach [J1, K1, K2] ( udzial Habilitanta wynosi odpowiednio 100%, 20%, 60%)

Aktorzy opisali zastosowanie uktadu odcigzajacego dla tréjpoziomowego falownika o
strukturze T-NPC. Uklad odcigzajacy dla jednej fazy sklada sie z czterech dodatkowych diod,
dwoch kondensatorow 1 dlawika rezonansowego. Obwody rezonansowe powstajgee po
zalaczeniv tranzystoréw znajdujacych sic w galgzi pionowej pozwalajg zdecydowanie

obnizy¢ napiecie na tych tranzystorach w trakcie wylaczenia [K2, Rys.10], co prowadzi do
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zwickszenia sprawnosci falownika. W celu odcigzenia dlawika rezonansowego od
podstawowego pradu obcigzenia Habilitant zaproponowat zastosowanie uktadu aktywnego
odciazania tranzystoréw galezi pionowej. Ukdad odciazajacy sklada sie z dwéch tranzystoréw
i dwoch diawikéw przewodzacych tylko prady przetadowania odpowiednich kondensatorow
[K1, Rys.1]. Wyniki badan symulacyjnych wskazujg na dalszy przyrost sprawnosei uktadu
(X1, rys.9].

W artykule [J1] Habilitant przedstawit wyniki badand falownika tréjpoziomowego T-NPC z
tranzystorami RB-IGBT. Takie rozwigzanie pozwala zmniejszyé straty przewodzenia w
galezi poziomej falownika. W ukladzie pojawia si¢ problem w sterowniku tranzystora i
wynika on z niekontrolowanego przewodzenia diody antynasyceniowej standardowego
sterownika. Habilitant zaproponowat zmodyfikowany uklad sterownika, w ktérym obwéd
diody antynasyceniowej, jest przerywany dodatkowym tranzystorem. [T1, Rys.4 i Rys.5] .
Zaproponowany uklad sterownika zostal przez Autora opatentowany [P2]. Zastosowanie
ukladéw z tranzystorami RB-IGBT pozwala zmniejszaé straty przewodzenia w ukladach
falownikow pradowych, przeksztattnikach matrycowych i falownikach rezonansowych
pracujgcych bez diod zwrotnych.

Przedstawiony powyzej cykl jedenastu powiazanych ze sobg artykuléw naukowych
opublikowanych w czasopismach naukowych jest ujety w wykazie sporzadzonym

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b

3.2 Charakterystyka i ocena merytoryczna ,,Osiagniecia naukowego”

Gléwnym celem badan Habilitanta byly badania nad ograniczeniem strat energii w
przyrzadach pélprzewodnikowych  mocy stosowanych w  przeksztattnikach
energoelektronicznych. Dziatania badawcze koncentrowaty sie wokét ponizszych zagadnien:
» Nowe rozwigzania uktadowe (nowe topologie) przeksztaltnikdw energoelektronicznych o

wysokiej sprawnodci energetycznej zwiazane ze zmniejszaniem strat energii przy

wylaczaniu przyrzadow pélprzewodnikowych.

e Modyfikacje znanych topologii przeksztaltnikéw polegajace na  zastosowaniu
rezonansowych ukiadéw odcigzajacych przyrzady mocy (gléwnie tranzystory) w trakcic
komutacji za pomocg ukladéw z zerowym pradem ZCS, lub napieciem wylaczenia ZVS.




e Zastosowanie przyrzadéw mocy o zmniejszonych stratach przewodzenia wywolanych
mnicjsza iloécig szeregowo polgczonych struktur pélprzewodnikowych (tranzystory
RB-IGBT).

e Opracowanie sterownikoéw bramkowych zapewniajgcych poprawng prace ukladu
antynasyceniowego tranzystoréw RB-IGBT dla wartosci napigeia emitera wyzszej od
napiecia kolektora.

Praktycznie wyniki wszystkich badai Habilitant przedstawil w spos6b wyczerpujacy.

Prace przedstawione do oceny zawieraja zaréwno bardzo dokladny opis matematyczny
badanych ukladéw przeksztaltnikowych 1 w wigkszosel wypadkow, co jest szezegélnie cenne,
wyniki badan laborateryjnych lub badania symulacyjne.

Nalezy zauwazyé takze bardzo wysoki poziom edytorski prac, co utatwia zapoznanie sig
czytelnika z opisywanymi zagadnieniami.

Habilitant podat bardzo precyzyjnie jego udzial merytoryczny w opracowaniu i badaniach

przeksztattnikéw opisanych w wieloautorskich publikacjach podanych w pkt.3.

3.3 Podsumowanie oceny osiagniecia naukowego
Podsumowujac uwazam, ze opiniowane ,,0siggniecie naukowe” pt.
Metody ograniczania strat energii w sterowalnych, potprzewodnikowych elementach
przeksztaltnikow energoelektronicznych. Wyniki badan nowych topologii”
Spelnia wymogi art. 219 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym
i nauce i wnosi, w dostatecznym stopniu, znaczacy wklad Habilitanta w rozwéj

dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne.

4, Qcena pozostalych osiagni¢é §wiadezacych o istotnej aktywnosci naukowej
Habilitanta

4.1 Charakterystyka dorobku publikacyjnego

(Wszystkie przedstawione do oceny publikacje powstaly po uzyskaniu stopnia doktora)
a) Artyvkuly naukowe w czasopismach naukowych z bazy JCR.
Lista A wg MNiSW:14 publikacji.
b) Artykuty naukowe w czasopismach naukowych nie znajdujgee si¢ w bazie JCR.
Lista B wg MNiSW: 16 publikacji.
4.2  Artykuly na krajowych lub migdzynarodowych konferencjach naukowych:
29 artykulow.
43  Udzial w konferencjach naukowych: 20 udzialéw.
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a) Krajowych: 9.
b) Miedzynarodowych: 11.
44  Udziat w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych i
miedzynarodowych: 1 udzial.
4.5  Wykaz osiggnie¢ projektowych, konstrukeyjnych, technologicznych: 6 udziakéw.
4.6 Uczestnictwo w pracach zespoldw badawczych: uczestnictwo w 5 projektach.
4.7  Recengje artykuldw naukowych: 15 recenzji.
a) W czasopismach miedzynarodowych: 8 recenzji.
b) W czasopismach krajowych: 7 recenzji.
4.8  Liczba zgloszen patentowych: 13 [P1] — [P13] !
4.9  Uczestnictwo w programach mi¢dzynarodowych: 2 uczestnictwa.
4.10  Udzial w zespolach badawczych: 4 udzialy
4.11 Miedzynarodowe 1 krajowe nagrody:
a) Otrzymal dwie nagrody JM Rektora AGH.
b) Medal Komisji Edukacji Narodowe;.
¢) Siedem nagréd za opieke nad pracami dyplomowymi.
4.12  Wspolpraca z otoczeniem gospodarczym: 6 aktywnosci.
4.13  Habilitant prowadzit wspolne badania z zagranicznymi o$rodkami naukowymi:
a) University College Cork. W wyniku wspélpracy powstaly trzy publikacje [J11], [K9] i
[K13].
b) Nazarbayev University, Astana, Kazachstan. W wyniku wspélpracy powstata
publikacja [J10].
c) Thapar Institute of Engineering and Technology (Patiala Indie). W wyniku wspétpracy
powstaly dwie publikacje [N2] i [K3].
5. Informacje naukometryczne:
Sumaryczny Impact Factor: [F=63,847
6. Liczba cytowan:
Web of Science: 286 (245 obce) Index Hirscha 9.
Scopus; 373 Index Hirscha 10.
Google Scholar: 556 Index Hirscha 10.
7. liczba punktéw MNiSW/MEN:
523,5 pkt. do 2018r.
1325 pkt. Od 2019r.
8. Informacja o dziatalnosci dydaktycznej:




a) Habilitant prowadzit 11 réznych zaje¢ dydaktycznych ~w  Akademii
Gérniczo-Hutnicze].
b) Uczestniczyt w budowie Laboratoriéw Energoelektroniki w 2016 i 2019 roku.
¢) Byl promotorem 80 prac dyplomowych. Kilka z tych prac zostalo nagrodzonych w
konkursach organizowanych przez SEP.
d) Prowadzit cztery zajecia w jezyku angielskim.
e) Prowadzit opieke naukowa nad pracami Kota Naukowego Elektroniki Przemystowe;.
f) Byl promotorem pomocniczym dwoch obronionych doktoratow.
9. Jest cztonkiem miedzynarodowych stowarzyszen: IEEE, IEEE IS, IEEE PES.
10.  Wykonywat ekspertyzy na zamoéwienie instytucji publicznych i przedsigbiorcow:

2 ekspertyzy.

11. Podsumowanie i konkluzja oceny
Po zapoznaniu si¢ z przedstawionym przez dra inz. Andrzeja Mondzika cyklem artykutéw
naukowych zlozony z jedenastu publikacji i zatytutowanym:
. Metody ograniczania strat energii w sterowalnych, pélprzewodnikowych elementach
prreksztaltnikéw energoelektronicznych. Wyniki badarn nowych topologii”

Stwierdzam, ze spelnia on wymogi art. 219 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym i
nauce i w dostatecznym stopniu wnosi znaczny wklad Habilitanta w rozwdj dyscypliny
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne.

e Analiza dorobku naukowego, niewliczonego do giéwnego ,o0siagnigcia naukowego”,
wskazuje na bardzo wysoka aktywno$¢ naukowa Kandydata w rozumieniu w/w. Ustawy.
e Kandydat wykazat si¢ istotng aktywnoscia naukowsa w trzech uczelniach zagranicznych.

Biorac pod uwage powyzsze, stwierdzam, ze osiagniecia naukowe, osiggnigcia dydaktyczne
oraz aktywno$é naukowa i organizacyjna dra inz. Andrzeja Mondzika spelniaja wymogi
Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce.

Niniejszym jestem zdecydowany przychylic si¢ do poparcia wniosku o nadaniu
dr. inz. Andrzejowi Mondzikowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk inzynieryjno - technicznych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika Elektrotechnika i
Technologie Kosmiczne.
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/dr hab. inz. Leszek Pawlaczykl
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